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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體記憶體裝置，包括：
半導體基板；

背部閘極結構，具有圓柱形狀且在垂直方向上在所述半導體基板上延伸，並且包括背部

閘極電極層及環繞所述背部閘極電極層的背部閘極絕緣層；

多個半導體圖案，各自具有環繞所述背部閘極結構的環形水平區段，且在所述垂直方向

上彼此間隔開；

第一導電線、第二導電線及第三導電線，環繞所述多個半導體圖案中的一者且在所述垂

直方向上彼此間隔開；

前部閘極絕緣層，被設置成連續地環繞於所述半導體圖案與所述第二導電線之間、在所

述第二導電線的上表面上以及在所述第二導電線的下表面上；以及

通道隔離絕緣層，設置於所述多個半導體圖案之中的相鄰半導體圖案之間，

其中所述半導體圖案的面向所述第一導電線及所述第三導電線的區摻雜有第一導電性類

型的雜質，

其中所述半導體圖案的面向所述第二導電線的區摻雜有與所述第一導電性類型的雜質相

反類型的第二導電性類型的雜質。

2.　如請求項 1所述的半導體記憶體裝置，其中所述半導體圖案各自由在所述垂直方向上依
序排列的源極區、通道區及汲極區構成，

其中所述源極區面向所述第一導電線且摻雜有 N型雜質，
其中所述通道區面向所述第二導電線且摻雜有 P型雜質，
其中所述汲極區面向所述第三導電線且摻雜有 N型雜質。
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3.　如請求項 2所述的半導體記憶體裝置，其中所述源極區、所述通道區及所述汲極區中的
每一者沿著所述垂直方向的長度大於對應的所述第一導電線、所述第二導電線及所述第

三導電線中的每一者的厚度。

4.　如請求項 1所述的半導體記憶體裝置，
其中所述通道隔離絕緣層包括具有第一厚度的水平部分及具有第二厚度的邊緣部分，所

述第二厚度大於所述第一厚度，

其中所述多個半導體圖案藉由所述通道隔離絕緣層的所述邊緣部分彼此電性分離。

5.　如請求項 4所述的半導體記憶體裝置，其中所述通道隔離絕緣層的所述邊緣部分的上表
面及下表面具有圓的形狀。

6.　如請求項 1所述的半導體記憶體裝置，更包括：
多個線絕緣層，設置於所述第一導電線、所述第二導電線及所述第三導電線之間、所述

第一導電線下方以及所述第三導電線上方。

7.　如請求項 6所述的半導體記憶體裝置，其中所述第一導電線及所述第三導電線中的每一
者的側壁接觸所述半導體圖案，

其中所述第二導電線的側壁接觸所述前部閘極絕緣層。

8.　如請求項 1所述的半導體記憶體裝置，其中多條所述第二導電線被設置成面向一個背部
閘極結構，

其中所述半導體記憶體裝置被配置成使得電洞累積於所述背部閘極絕緣層的面向所述第

二導電線的區中達預設時間。

9.　如請求項 1所述的半導體記憶體裝置，其中所述背部閘極結構上設置有線形的第一互連
線，

其中在所述背部閘極結構與所述第一互連線交疊的點處設置有第一通孔。

10.   如請求項 9所述的半導體記憶體裝置，其中所述第一通孔的上表面接觸所述第一互連線，
其中所述第一通孔的下表面接觸所述背部閘極電極層。

圖式簡單說明

結合附圖閱讀以下詳細說明，將更清楚地理解本發明概念的實施例，在附圖中：

圖 1是說明根據實施例的半導體記憶體裝置的立體圖。
圖 2是說明圖 1的胞元區的立體圖。
圖 3是說明圖 1的胞元區的平面圖。
圖 4是圖 2的區 IV的放大立體圖。
圖 5是說明根據實施例的製造半導體記憶體裝置的方法的流程圖。
圖 6至圖 14是說明根據本發明概念的實施例的依序製造半導體記憶體裝置的方法的剖視圖。
圖 15是說明包括根據實施例的半導體記憶體裝置的半導體晶粒的概念圖。
圖 16是說明包括根據實施例的半導體記憶體裝置的系統的配置圖。
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